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熱インプリント中にモールドに電圧を印加する「電圧印加インプリント法」を開発し、アルミノシリケートとソーダライムの
2種類のガラス表面に回折格子を形成した。インプリント後のガラスをKOH溶液でエッチングすることで高アスペクト比化を
図ったところ、両者のエッチング傾向が全く異なっていた。本論文ではその原因を解明した。
One-dimensional gratings of 700-nm period were imprinted on a soda-aluminosilicate glass (NAS) and a soda-lime
silicate glass (NCS) using a platinum-coated SiO2 mold with application of DC voltage. The aspect ratio of grating
increased after KOH etching. However, the etching mechanism was completely different depending on the glass
composition. This paper exemplified the origin of such different etching mechanism.
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